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【手続補正書】
【提出日】令和2年3月5日(2020.3.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　また、前記汚染物質が転写された前記シリコンウェーハに対しライフタイム測定するス
テップにおいて、μＰＣＤ装置を用いてライフタイム測定することが望ましい。
　また、前記チョクラルスキー法により１．０ｍｍ／ｍｉｎ以下の引き上げ速度で育成し
、酸素濃度が１．３×１０１８／ｃｍ３以下のシリコン単結晶を得るステップにおいて、
ドーパント濃度を５×１０１４ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下とすることが望ましい。
　また、前記汚染物質が転写された前記シリコンウェーハに対しライフタイム測定するス
テップの後、金属不純物の濃度をｙとし、ライフタイム値をｘとすると、下記式のｘに前
記測定したライフタイム値を代入し、金属不純物の濃度ｙを求めるステップを備えること
が望ましい。
［数２］
ｙ＝－（３．７４Ｅ０７）・ｘ＋（２．４２Ｅ１１）
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４６】
［数２］
ｙ＝－（３．７４Ｅ０７）・ｘ＋（２．４２Ｅ１１）・・・・（４）
【手続補正３】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項６】
　前記汚染物質が転写された前記シリコンウェーハに対しライフタイム測定するステップ
の後、
　金属不純物の濃度をｙとし、ライフタイム値をｘとすると、下記式のｘに前記測定した
ライフタイム値を代入し、金属不純物の濃度ｙを求めるステップを備えることを特徴とす
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る請求項１乃至請求項５のいずれかに記載された金属汚染評価方法。
［数２］
ｙ＝－（３．７４Ｅ０７）・ｘ＋（２．４２Ｅ１１）
【手続補正４】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【図１０】
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